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1. 背景・目的 

近年赤外線を用いた車載センサー等の需要が増加し

ている. 赤外線領域の光学系では, 半導体などの高屈
折率材料が用いられる為に反射防止膜は必須である. 
現在この赤外線領域での光学薄膜の低屈折率材料とし

て ZnSe や ZnS が使用されてはいるが, 製造過程にお
いて有毒ガスが発生してしまう問題点が残る. 従って
本研究では, 赤外線領域でも低屈折率で吸収が少ない
材料である CeO2 に注目し, 電子ビーム蒸着法とスパ
ッタリング法を同一チャンバー内で行う複合成膜法 1)

にて実用化に向けた CeO2 膜の最適成膜条件を検討す

ることを目的とした. 
	

2. 実験方法 

	 (株)シンクロン社製 BMC-700 真空蒸着装置を使用
し複合成膜法にて成膜を行った. これを Fig.1 に示す. 
スパッタリング法および電子ビーム蒸着法 (EB : 
Electron beam)にて光学的に良好な条件であると考え
られる成膜条件で行った 2). これを Table 1 に示す. 成
膜基板はN-BK7(SCHOTT社製)光学ガラスを使用した. 
分光光度計(日本分光社製:V-670), X 線回折装置(フィ
リップス社製:X’Pert MRD) を用いて光学的特性を測
定した. 応力はレーザーフィゾー干渉計(フジノン社
製:F601)を用いて測定を行った. また機械的特性は鉛
筆硬度試験, クロスハッチ試験(ISO9211-4) から評価
した.  

Fig.1 Schematic diagram of thin films 
 

Table 1 Film deposition conditions 
 EB Sputtering 

Ion Gun 120mA 200W 

Substrate Temperature 
(℃) 

200 

O2 Gas Flow Rate 
(sccm) 

25 40 

Deposition Time (min) 20 15 
 

 

3. 結果及び考察 

複合成膜法で成膜した CeO2 膜の分光透過スペクト

ルの結果を Fig.2に示す.  Fig.2より第一層目にスパッ
タリング法を用いて成膜したサンプルはスパッタリン

グ法による膜と EB 法による膜に屈折率差があり, 光
学的には二層膜の構造になっていると考えられる. ク
ロスハッチ試験を全てのサンプルに対し行ったが膜剥

がれは確認できなかった. しかし, 第一層目に EB 法
を用いて成膜したサンプルのみ一ヶ月後に膜剥がれが

認められた. これは EB 法で成膜する時の粒子のエネ
ルギーが低い為に十分な密着性が得られず, 基板と第
一層目の界面で膜剥がれが生じたと考えられる. 

Fig.2 Transmittance spectra of CeO2 thin films 
4. 結論 

 第一層目をスパッタリング法で成膜を行うと光学的

に良好な膜が成膜できる. 
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